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157) Kleine ga!vanische Elcmente werden vorwiegond in Geractc der Mikroclcktronik eingcsom. Diese Zelien sind 
im allgcmeinen Primacr- odcr Sckundaerelemente mil alkalischen Elek trolyion. Die Anwondungsgcbictf vcilangcn 
Stromquellcn, die uebcr eine mehrjaehrige Betriebsdauer verfuegen und gegen austrctcndc Elektrolyte vocllig dichl 
sind. Der Forderung nach einer absoluten Dichlhcit im Langzeitbetrieb wird jcdoch von den bckannten Miniaturzcllen 
nur unvollstaenriig nachgckommen. Ziel der Erfindung ist die Schaffung eincr wirklich gas- und fluessigkeitsdiclitcn 
Knopfzelie, die nach cinfaclien Methoden mil hoher Produktivitaet hergcstellt werden kann. Der Grundgedanke der 
Erfindung ist die Moeglichkeit, die Erzeugung der Mctall-Pl'ast-Vcrbindung fuer die Dichtung der Zelien vom Montage- 
process der Knopfzellcn zu trennen, indem die Gehacuscbestandtcile schon aus plastbeschichteten Blechen gefertigt 
werden und wachrend des Montage prozesses die Plastschichten der Teile stoffschtuessig miteinander verbunden werden. 
Der eigentliclie Schliessvorgang bei der Zellenmontage ist also die Herstellung einer Plast-PlastVerbindung. 
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Titel der 5rf indung 

Galvanische Solle und Vorfahron su ihrer Kerstellung 



Amvendungctfebiet der Erfindung 

Die vorliecetid© Erfindung botrifft eine galvanische Zelle, inabe- 
oondere oino Knopf zclle , bestchcnd aus dera elektrochcmisch alctivon 
5 Koinpouenton, mindcctens oinem Separator f einem becherf ormigen mo- 
tallischen Gehause und einem motallinchen Dockol, boi dor Gchlluce 
und Deckol tcilv/oico r;iit Plastaatorial boochichtct und otoffschlus- 
eig mitoinander verbundcn eind. 

KLoinc galvanic cho Element© t die aufgrund ihrer Form und der ge- 
10 ringea Abnccsungen im allgemeinon als Knopf- oder rJLniatuxsellen be- 
zcichnet wex-den, vierdea vorvriegcnd in Cerate dor LUiiroeloktronik, wie 
SchT7ingquarz\diren und Taachenrechnor eingcsetzt* Diese Zelloa sind 
im allgeneinen Primar- oder Sokundaroloiaonto nit alkaliochen Eloktro- 
lyten. Die Anv/endungsgebiete verlangen Stix>xaquollcn f die ubor oino 
t5 mehrjahrige Betriobadauor verf iigen und gegoa auatretende Elektrolyto 
vollig dicht ainde 

Charakteristik dei* bckanuten tschnischen Losungen 

'Der Forderung nach einer abcoluten Dichtheit 1m Langzoitbetrieb vrird 
OedocJi von den bokannton lliniatursellan nur unvollstundig nachgekora- 
20 men, 

Der Grund bosteht darin, daJ3 die Abdichtun C dor Zellen ubcrwiccend 
auf einer kraf tschlUcsigon Verbindung sr.visch.en don Uetallteilen doc 
ZellenGsfiiOoa und einem Plastteil beruht, wie sie z,B. in der US- 
Patent schrif-fc 3 069 469 bcachrioben iat. Eino derartice Abdichtung 
verhiiidqrt exunclsiitslich. nicbt don als " Kriochcn " bcseichneten 
Effckt des Durchtritts des Klektrolytoa durch die Dichtung* 
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Daboi ist besoiiders su Bortf cicsichtigen • daC dieses Bichtuncsprinzip 
sich in Lanczeitbetrieb und bei Temperatureinf lusaen ungiinstic ver- 
andert (Kaltflufl) und auDerdem eine hohe Prazision der Bautoile und 
des SchlieIivor£jan.ges crfordsrt* 
5 Z\>.r Verbesserung dor Dichtheit werden zahlreiche Vorschla#e untor- 
broitet, die jedoch zu keiner crundsiLtzlichoa Yerbosnerun^j fiihren, 
da oie von Stand dor Technik nicht v/cseniilich abv/eichen # 
So v/ird in der D3-AS 1 270 144 ein lcoznpliziertor Dichtring, dessen 
Querschnitt 5-f or/nig -ist, bes'chrieben* llachteilic daran ict das Er- 
10 fordornic einos beaonderen Stiitzrinees, der bei ge^ebenen Au£en&b- 
messuneon die ICapazitat der Zelle verr insert und die Ilcrstellungs- 
kostea vareroBertj ohne das 11 Kriechen. M des Elektrolyton vollstan- 
die: zu vorhindern« 

In der US-Paten tschrift 3 476 610 \rird zvrar auf einen besonderen 
15 Stutzring vcrzichtct, der Behiiltcrnapf hat jedoch oincn relativ 

brciten Plansche Durch die schlechte Ausnntzung des Lattorieraumes 
redxxzicrt sich die Batteriekapazitat, Die liachtcile eincr echleclitoa 
Raunausnutzung erceben oich auch nnch der US-Patentschrif t 3 015 601 9 
deren Bichtunsskonstruktion ebenfallo zu einera bctrachtlich ver- 
•20 groficrtea Xhrrchiae3ser fiihrt^ wcil der Dichtun^srins durch den zuerst 
nach mifion, dann nach innen gebordclten Plansch des Bechera sohal- 
ten \vird* 

In der D3-0S 2 01 708 \vircl vor^eschla^en, dio Klektroly twees durch 
eirie S-forzii^e Gentaltung des Deckelf lansches und entsprechender kom- 
25 pliziorter Gestaltunff des Dichtrin^s zu verluugrirn* Parous ci^eben 
sich ebenfalls die oben ancofiihrten Eachteile einor schlechten Raum- 
ausmitzung* 

Es circle auch voices chiasm, die Zollen durch Verkleben der Plast- 
dichtung mit dem Eetalldcckel dicht zu rectal ten (DIS-A3 2 201 811) » 

30 Abgesehon davon, da3 die Verklebune eines Toils der He fcall-plaot-: 
FIScho keine vollstandi^xj Dichtheit sarantieren kann, muB nach die- 
sem Verfahren laut Anspruch erst jede Klebcvcrbindung auf Dichtheit 
ubsrpruit werdeni bevor das Bautell waiter vcrarboitct werden kann. 
Darait ist das Verfahren selrr aufv/endig i\nd fiir eine Sorienforti^un/j 

35 achlecht seeisnot* 
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Ziel dor Erfindung 

Ziel der Erfindung iet dio Schaffung einor wirklich gae- und fliiaaig- 
keitsdichten Knopf zello, die nach einfachen i-Iethodea mit holier Produk- 
tivittit hergostellt werden ka nn « 

5 Darlogung do3 V/eseos dor Erfindung 

Dor vorlicgenden Erfindung liegt die Auf C abe zugrunde, eine Knopfzellc 
Yorzuscklagen, deren Dichtung so boschaffea iot, dafi das als » Krio- 
clxen « bozoicknete Horaustreten das Eloktrolyton aua dor Dichtzone 
der Zelle verhindert v/ird, ohno daB sich dadurcb eine Verschlockto- 

10 rung der technischon Details orgtbt. 

Dor Grundgodanke dor Erfindung iat dio J.Ioglichkoit, die flrzaugung der 
Motall-Plaat-Verbindung fiir dio Dichtung der Zellon von lloutagopro- 
zofi dor Knopfsallon zu trennon, inden dio Gohauoobeatandteilo schon 
aua plastboochichtotcn Dlechen gofortigt warden und wahrend das ITon- 

15 tagoprozosses die Plaotschichten der Toilo stoff achlussic nitoinander 
vcrbundoa werden. Dor ©igentliche 3chlicCvor G ang bei dor Zcllenmonta- 
go iot also dio Hcrstellung oinor Plast-Flast-Yerbindung. 
Auofulirungsbeispiel 

Dio Erfindung soil anliand dor Zeiclxnungeii orltiutert wordon. 
20 Ea zs i gen i 

Figur 1 oinen plastbeschichteten Lie tails treif on, boi dem dio 

Plaatochicht Pcrf orationon aufwcist " * 

Figor 2 die plastbeschichtete Anodenkappo 
Figur 3 deu plaotbeocbiclitcten Katodonbo chcr 

2 -> und"" 5 Au Bfulirungsformon der kojnpletton Zcllo 

Dio Plastbeschichtung der Llotallbaador 1 kann nach dom bokannton Ver- 
fahren zura Beispial durch cLiocitiga Boschichtung 2 rait Plastisolen ' 
odor durch liaschicron von Foiien erfoltfon.. 

Dio. fiir dio Boschichtung vorwondetcn Kunstatoffe nuason verforrabar, 
30 gegon daa chomische System uta'bil sain xmd eino stoff schliisaige Vor- 
• bindung ormoslichen,, 
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Bcsonders gceignet sind Pclyolofine, Polyamidc mid Polyvinylvorbin- 
dungcn. Die Stabilitat dor Schichted kann durch eine llachbchandlung 
z«,B» durch Stralilenpolymci'D-sation odor Temperung; weiter verbesaert 
vrerdeu. Die Schichtdicken der Plastschicht sollen ssnlochen 0,03 und 
5 0,2 nun lie^orw 

Die olektrischen Kontolctf lachen 3 dea ICatodenbechora 4 und dor Ano— 
denkappe 5 xrsrden durch nachtra^licho partielle Beaaititfuns der Plast- 
schicht durch mechar.ische Frasurig oder thormischQ Behandlung der be- 
acliiclitoton Bleche odcr dor aus dioscn Blochen gestansten JCatodenbcchcr 
tO und Anodewiuxppcn cr::cu~t<> Dio elektrischen Kontaktflachen konncn .je- 
ddch zv/eclLiui£i^-orv:cico auch bereit3 in Yarbinduug mit der Pla3tbc- 
schichtuns der l.o tallbUndor orzougt vrerden, inden dio Plastschicht 
vor dew Ycrbindcn nit dem Hetallband porforiert v/ird. 

Zur GcvOirlointuKj dec zentricchGa Sitscs dor Kontaktf lacho 3 in I.!e- 
15 tallforrateil kami der Tcrf oratioasschritt nit don nach dom Plaatbcw 
ochichtoa folror.dcn ^ Lanzvorcan^ synchronisiert worden. Der zentri— 
echo Sit z der HontaLtriiiche kann jedcoh auch bei eincm ^ctrennten 
Stauzvorsang c^sic'i-rt warden, indom dor Anfang des beachichteton 
Bandiiiatorialc on tsnrcchend becchnitten vn.rd. 
20 Die stoffschluccicc Yorbindung dor plastbaachichteten Zellonbautoile 
erfolgt nach dom Zusorunonfuffen durch VerschwoiBen, Verachrcolzon Oder 
Yerklebon der Flachc 6. Im letzten Fall v/ird z„B„ die Anodenkapps 5 
boi der Zufuhrung an u^sebordelten Rand 7 nit oiner IQebstof f sclilctxt 
versohen 0 

25 Die Dicke dor Plaatachicht kann durch zusa'tzliches iSinfiitfon einos 
Plaotrinecs 8 vorjrofcort warden, \to boi diesor Ring mit dem plaotbo- 
schichtoten Zellontcil tlierniicch verbunden, odor nach Versehen mit 
einer Elobstoff ochicht verklobt vrird* 
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Urf induncsanspxv.che 

!• Galvanischo Zelle und Verfahrcn zii ihrcr Herstelluns, insbesondere 
Knopf sella , rait positives und negativsm alttiven Material, mindestons 
einem Separator, einem obqn ofxenen Katodenbecher (4) zur Aufnahrae 
des positiven aktivoh Materials iind einor aich kegelig ervraitsrndsn 
Anode nkappe (5) wit Faltuns dcs Bichtungsrandes zur Auxnahme des- ne- 
gative aktivan Materials, sakonnzeichnet dadurch, daB Katodcnbocher 
(4) und iinodonkappe (5) auf der Innenseite eine Beschichtung (2) auf- 
v/eicen* 

2. Galvaniccho Zelle nach * Punkt 1, gekennzeichnot dadurch, daB die 
J33schichtxut£ (2) vox-sussweise aus Polyolef inon, Polyuxaidsn odor Poly- 
vinylchlox-idcn bectcht* 

5# Galvanischo Zolle nach Punkt 1 und 2, gctoennzeichnet dadurch, daB 
die Schichtdicke dor Becchichtxui£ (2) zwischen 0,03 und 0,2 mm lie^U 

4» Vex'fahren zur Herstelluns eincr Gulvaninchon Zelle nach den Punkt e 
1,2 und 3>^koni,s<.iichi:et dadux-ch, da3 die Bonchichtur.r; (2) dcs Lie tall- 
ies vor dor Yerf onoung zuin Katodcnbocher (4) und zur Aiiodonkappa (5) 
erfol&t* 

5» Vcrfahrca zur Ilerstelluns cincr Galvanic chsn Zello .nach den.. Punk- 
ten 1 bis 4, crckcnnzcichnot dadux*ch, daft di:j elektriochon Kontakt- 
flcichcn (3) nach den Vcrforniuncaprosassori dwrch mochanische odor 
therniiuche Bearboitunj £eschaffcn v/erdon» 

6. Verfahron zur Herstellune oiner Galvanischcn Zollo nach don Punk- ' 
ten 1 bis 4, G^konnzciclmat dadurch, daB zur Urzielune dor Kontakt- 
flachcn (3) eino pcrforierte Besciiichtuns (2) auf das B lech aufka- 
echiort v/ird« 

7o Vorfekron zur lie x-c tolling oiner Galvanischo n Zollo nach Punkt 6, 
gekennseichnet dadurch, da/3 die Kontaktfliichcn (3) dirckt vor dein 
Kaschicxvorsans raochanisch odor thormxech ^schaffcu.werden; indem 
die Perforation dcs Plastraatorials synchron mit don nachf ol sonde n 
Vorfonnun^sprozesssn erfol^t* 

%* 

0* Verfahron sur liars to llun£ cincr Galvanischo n Zello nach den Punk- 
ten 1 bis 7 f Cskomisoichnot dadurch, daB die Plastschichten dcs Ka- 
todenbechers (4) und dor Anodenkappc (5) boi dcr Sellonmontaflo in 
der Placko (6) stoff schliissic durch Verschweiflen, Vorschnol^en odsr 
Verklobon miteinandor vcrbundcu vrerdoii* 



9o Verfahrea zur Kerstellune einer Galvanischeri Zolle aacli den Puiilc- 
ten. 1 bis 7 * gekemizs ichriai; dadurchp daB cin Plastrin^ (8) rait . den 
Plastschichten do 3 Katodanbe chors (4) und dor Anodenkappe (5) stoff— 
schliissig durch. Vcrsclr.veifiqn ? Verschniclzexx oder Vcrklsben vcrbundea 
\7ird0 
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